B81B — B81C

TECNOLOGIA DE LASMICROESTRUCTURAS; NANOTECNOLOGIA

B81 TECNOLOGIA DE LASMICROESTRUCTURAS[7]

Q) La presente clase cubre |os dispositivos o |os sistemas de microestructura que tienen al menos un elemento o un conjunto esencial
caracterizado por su muy pequefio tamafio que se halla entre 10-4 a 10-7 metros, es decir, cuyas caracteristicas significativas, al
menos en una dimension, no pueden ser completamente distinguidas sin €l uso de un microscopio optico. [7]

2 En la presente clase, |as expresiones siguientes tienen el significado abajo indicado: [7]

“dispositivos de microestructura” cubre: [7]

(i) los dispositivos micromecénicos que tienen elementos moviles, flexibles o deformables; y [7]

(i) las estructuras tridimensionales sin elementos mdviles, flexibles o deformables que tiene microconjuntos disefiados para
cumplir unafuncién estructural esencial parainteraccionar con su entorno y no funciones puramente electrénicas o quimicas,
con independencia de que las estructuras estén o no combinadas con dispositivos microel ectronicos o constituidas por
material es especificos; [7]

— “distemas de microestructura” cubre: [7]

(i) los sistemas de dispositivos de microestructura que cooperan; y [7]

(i) los sistemas micro-el ectromecénicos 0 micro-optomecéani cos que combinan sobre un sustrato comun las caracteristicas
especificas de los dispositivos de microestructuray de los componentes el éctricos u Opticos, p.€j. para controlar, analizar o
indicar e funcionamiento de los dispositivos de microestructura. [7]

B81B DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE MICROESTRUCTURA, P. EJ. DISPOSITIVOS MICROMECANICOS (elementos
piezoel éctricos, el ectroestrictivos o magnetoestrictivos en si HO1L 41/00) [7]
B81C PROCEDIMIENTOS O APARATOS ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA LA FABRICACION O EL

TRATAMIENTO DE DISPOSITIVOS O SISTEMAS DE MICROESTRUCTURA (fabricacion de microcdpsulas o de
microbolas B01J 13/02; procedimientos o aparatos especialmente adaptados para la fabricacion o e tratamiento de elementos
piezoel éctricos o electroestrictivos o magnetoestrictivos en si HO1L 41/22) [7]
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